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Fig. 1 

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component comprising a photoactive layer which is arranged between an 
electrode and a counter electrode. In addition to a donor-acceptor system, the photoactive layer comprises a third material which 
influences the crystallization of the donor-acceptor system. The third material is selected from a group consisting of crown ethers, 
triphenyls, sorbitols, quinacridones and bis(4-(tert-butyl)benzoato-0) hydroxyaluminium. Crown ethers are especially preferred. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement mit einer fotoaktiven Schicht, welche zwischen 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode angeordnet ist. Die fotoaktive Schicht umfasst neben einem Donor-Akzeptor System ein 
drittes Material, welches die Kristallisation des Donor-Akzeptor Systems beeinflusst. Das dritte Material ist ausgewahlt aus einer 
Gruppe bestehend aus Kronenether, Triphenyle, Sorbitole, Chinacridone und Bis(4-(tert-butyl)benzoato-0)hydroxyaluminium. 
Besonders bevorzugt sind Kronenether. 


